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論文内容の要旨
近年,酸化膜上のシリ コン(Si)層に形成されたSilicon OnInsulater(SOI)デバ

イスは高速性,耐熱性および素子分離の容易なことなどから注目されている.本

研究はSi基板上に酸化膜を形成し,その酸化膜に開孔部を設げ,基板であるバル

クSiを種結晶として酸化膜上にSi層をエttタキシヤル成長させる新しいSOI構造の

形成方法を提案している.そして提案した酸化膜上のSi層とその酸化膜の基礎物

性および不純物の拡散特性より,.本研究の酸化膜上のSi層が充分にデバイスに適

用できる特性であるこ と を述べている.

研究を吏に進めて,これまではSOIデバイスは酸化膜上のSi層のみを利用してい

るが,本研究では提案したSOI構造を積極的に採用した埋め込みゲートを有する立

体的な縦型MOS FETデバイスを考案し,試作デバイスの測定とデバイスに流れる電

流流線のシミュレーション結果等より,提案したデバイスの優位性を述べている.

申請者の研究グループは本研究のSOI構造を.取り入れた横型PoYer MOS FETも考

案しており,本研究では,特にその温度特性から本研究のSIO構造の健位性を保持

しつつ,横型においてもPoYer NOS FETと して充分な特性が得られことを述べてい

る.

研究は高耐圧デバイスを目指しSiに変わるβ-SiCの基礎物性をも平行して行っ

ており,将来の高耐圧デバイスへの可能性についても言及している.

以上が本論文の要旨と研究の意義であるが,以下各章ごとに本研究の要旨を述

べる.
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第1章は序論であり,既に述べた本研究の要旨と研究の意義である.

第2章は本研究で提案しているSOI構造の作製方法と酸化膜上に成長するSi層の

構造と特性の評価である.基板であるバルクSiを種結晶とするため,酸化膜に開

孔部を設けた領域を以下シードと言う.このシード領域をSiの成.膜時までシラン

ガスにより清浄に維持する方法を提案し,更にシード幅やその結晶方向が成膜Si

のエピタキシャル成長に及ぼす影響について述べている.そしてエピタキシャル

成長した酸化膜上のSi層が基板(バルク)のSiと同程度の特性があることをMOS

FETとPNダイオードを試作した結果よ り述べている.

第3章はエピタキシャル成長したSi層とバルクSiとの熱酸化膜特性を比較した

ものであり,充分に結晶Siに匹敵する特性であるこ と を述べている.

第4章はエピタキシャル成長したSi層がバルクSiと同程度の不純物拡散特性を

持っているこ と を述べている.

第5章は新しいSOI構造デバイスの提案である.これまでの研究より,本研究で

提案しているSOI構造,即ち熱酸化膜上にエピタキシャル成長したSi層はSiウェハ

と同じよ う に扱って良く,熱酸化や不純物拡散はデバイス作製のプロセスのパラ

メータは同じセ良いことがわかる.そこで研究を更に進めて,これまでの基礎デ

ータを基に新たに立体的なSOI構造を取り入れた縦型PoYer MOS FETを考案し,そ

のデバイスを試作して特性を測定するとともにデバイスに流れる電流の流線のシ

ミュレーションを行い,考案した素子痍造の優位性について述べている.

第6章は本研究のSOI構造は更に新たなデバイス開発への可能性があることを述

べている.申請者の研究グループは本研究のSOI構造を積極的に利用した立体的な

横型PoYer KOS FETを提案している.本研究では提案された横型PoYer NOS FETを

試作し,その温度特性を測定して,デバイスと して充分な特性であることを述べ

ている.

第7章は本研究であるSOI構造の研究と平行して行っているβ-SiCの研究結果で

ある.バンドギャップの大きいSiCはSiに変わる高耐圧デバスと して期待されてお

り,本章ではβ-SiCの熱酸化膜特性を中心にした測定結果を述べ,将来のデバイ

スの高耐圧化に対して充分に可能性があることを示している.

第8章は本論文の総轄である.
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学位論文等審査結果の要旨

近年,酸化膜上のシリ コン(Si)層に形成されたSilicon OnInsulater(SOI)デバ

イスー`は高速性,耐熱性および素子分離の容易なことなどから注目 されている.本

研究はSi基板上に酸化膜を形成し,その酸化膜に開孔部を設け,基板であるバル

クSiを嶺結晶と して酸化膜.上にSi層を成長させる新しいSIO構造の形成方法を録

している.そして提案した酸化膜上のSi層とその酸化膜の基礎物性および不純物

の拡散特性より,本研究の酸化膜上のSi層が充分にデバイスに適用できることを

示 している.

研究は更に進められ,これまではSOIデバイスは酸化膜上のSi層のみを利用して

いるが,本研究では提案したSOI構造を積極的に採用した埋め込みゲートを有する

立体的な縦型MOS FETデバイスを考案し,試作デバイスの測定とデバイスに流れる

電流流線のシミ ュ レーショ ン結果等よ り,その特性の優位性を示している.

申請者の研究グループは本研究のSOI構造を取り入れた横型PoYer MOS FETも考

案しており,本研究では,特にその温度特性から本研究のSOI構造の優位性を保持

しつつ,横型においてもPoYer MOS FETと しても充分な特性が得られこ とを示して

いる.

申請者は高耐圧デバイスを目指しSiに変わる β-SiCの基礎物性をも平行して研

究 してお り,将来へのその可能性について言及 している.

以上が本論文の概要と意義であるが,以下各章ごとに本研究の内容にっいて要

約する.

第1章は序論であり,本研究の意義と価値については既に述べた.

第2章は本研究で提案しているSOI構造の作製方法の研究結果を述べたものであ

り,得られた酸化膜上のSi層が基板(′くルク)のSiと同程度の特性があることを

NOS FETとPNダイ オードを試作して示 している.

第3章は本研究の酸化膜上のSi層と′くルタSiとの熱酸化膜特性を比較したもの

であり,充分に結晶Siに匹敵する特性であるこ とを示している.

第4章は提案している熱酸化膜上のSi層が同じく′くルクSi同程度の不純物拡散

特性を持っている こ と を示 している.

第5章はこれまでの研究を基にした新しいデバイスの提案である.本研究で提

案しているSOI構造,即ち熱酸化膜上に形成されたSi層はSiウエハ.と同じように扱

って良く,熱酸化や不純物拡散はデバイス作製のプロセスのパラメータは同じで

良いことがわかる･申請者はこれまでの基礎データを基に新たに立体的なSOI構造
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を取り入れた縦型PoYer MOS FETを考案し,そのデバイスを試作して特性を測定す

ると ともにデバイスに流れる電流の流線のシミュレーショ ンを行い,その特性の

優位性を示している.

第6章は本研究のSOI構造が更に新しいデバイス開発につながる可能性を示した

ものである.申請者の研究グループでは本研究のSOI構造を積極的に利用した立体

的な横型PoYer MOS FETを提案している.本章では提案された横型PoYer MOS FET

を試作し,その温度特性を測定して,充分なデバイス特性が得られることを示し

ている.

第7章は本研究であるSOI構造の研究と平行して申請者が行っているβ-SiCの研

究結果である.バンドギャップの大きいSiCはSiに変わる高耐圧デバスと して期待

されており,本論文ではβ-SiCの熟酸化膜特性を中心に,将来に対向けてその可

能性があることを述べている.

第8章は本論文の総轄であり,本論文の研究意義は大きい.

以上より本論文が申請者の有意義な価値のある研究成果を述べており,学位論

文と し,審査員一同の審査結果は合格である.
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